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簡

介 

由 A.N.Banerjee
a
,et,al.;發現添加適當的 Sc 可抑制電阻值的快速升高且在高氧環境下有紅移的現象，並且其性質具良好電性及 

透光性，此外還具有耐高溫及耐腐蝕的特性。本實驗利用磁控濺鍍共沉積法成長 Cu(RF)：Sc(DC)透明導電膜在適當的氣氛 

Ar/O2 (3/2)，共鍍成長 CuScO2薄膜在石英基板上。基板加熱至 200°C，再經由高溫退火製程觀察其電性變化。由 XRD 分析 

，薄膜顯示為結晶結構，在可見光及 UV 光區域中顯示薄膜之光穿透率，約為 70%，光學能係約為 2.3 eV，薄膜導電率約 

0.83 S*cm
-1
，由熱探針量測顯示為 P-type 之半導體薄膜。 
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結

論 

1. Cu15 Sc10 RTA 退火至 400°C 可得最佳參數 

2. Cu15 Sc10 的 CuScO2 peak 隨著溫度增加，而越來越明顯，電性增加。 

3.與其他 p-type 相比，我們的導電率及穿透率皆優於其他 p-type 實驗參 

數，而能隙值也於 p-type 範圍內。 
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